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Geクラスレートとは、Ge原子の籠構造によって形成され、籠内には Na原子がゲストとして内

包されている。また、籠の形状や組み合わせにより、主に I型(Na8Gei46)と II型(NaxGe136: x = 0  24)

に分類される。NaxGe136は真空熱処理を行うことにより内包された Na原子を減少させることが可

能であり、内包 Naの減少に伴い金属から半導体へと電子物性が変化する。ゲストを内包しないゲ

ストフリーII型Geクラスレート(Ge136)はバンドギャップが 1.3 eVの直接遷移型半導体であると理

論計算により報告されていることから、高効率太陽電池用光吸収材料として期待できる[1]。これ

までに我々は、透明基板上へ製膜した a-Ge薄膜を用いた NaxGe136膜の合成および電子物性評価を

報告した[2]。本研究では透明基板上に合成した、膜厚の異なるNa内包 II型 Geクラスレートの

透過率測定を行うことにより、初めて光吸収係数の評価を試みた。 

出発材料である膜厚の異なる a-Ge 薄膜はスパッタ法により(製膜時間:2~3 h, 投入電力:150 W, 

Arガス圧:1.0 Pa)サファイア基板上に製膜した。a-Ge薄膜を Na小片から 15 mm上部に配置し、

Ar雰囲気中において 500 C, 3 hの熱処理を行い、前駆体膜である Zintl相を有する NaGe膜を前駆

体として合成した。NaGe膜を更に、真空中で 300 C, 12 hの熱処理を行うことによって NaxGe136

膜を合成した。合成した試料の評価は X 線回折(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)、エネルギー分

散型 X線分析(EDX)、Raman散乱分光法、紫外・

可視光分光法(UV-Vis)を用いて評価した。 

図 1は今回合成した膜厚の異なるNaxGe136膜の

透過率測定と断面 SEM の膜厚測定により導出し

た光吸収係数スペクトルである。膜厚の異なる試

料において、同様のスペクトルが観測された。こ

れにより NaxGe136 の吸収端を赤外領域で初めて

確認した。バンドギャプの見積もりや、現在行っ

ている抵抗率測定に関する詳細は当日発表する。 
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図 1:合成した膜厚の異なる NaxGe136の透過率

測定と断面 SEMの膜厚測定により導出した

光吸収係数スペクトル 
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